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^ DatenspS mrt organ isch em Date nspei^ 



Die Erfindung betrifft einen Datenspeicher, der auf or- 
ganischem Material basiiert urid der in Kombination mit 
einer organischen integriertenSchaltung (integrated pla- 
sitc circuit) eingesetzt.wird. Insbesondere betrifft sie ei- 
nen Datenspeicher fur einen RFID-Tag (RFID-tags; radio 
frequency identification - tags) sowie mehrere Verfahren 
zum Beschreiben eines Datensperchers. 
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len und/oder das Ga" der Transistoren verschiedene 
Beschreibung ' Dicken hat (Transistor leitend/nichdeitend). 

* mctnv nieBeschreibungkannauchubersogenannte fa^, 
.00011 Die Erfindung betrifft einen Datenspeicher der auf ^liber Leiterbahnen, die iiber euien 

e^am^enintegriertenSchaltung^e^^ ££ Leiterbahnen seia, aus leitendetn organxschen Mate- 
X,,5rt eineesetzt wird. Insbesondere betnfft sie einen w . Polyp y r oi. 

SS2ch« & e^n RFID-Tag (RHD-tags: radio ire- na£B ^f/ kQnnen leitende und nicht leitendeLe, 

STiden^cation-tags) sowie mehrere verfahren zum W W ^ erhdb einer Transistorschalmng vorgesehen 

SsSaltLderS^^^ * ™^ Joes Datenbit vor. Beim Beschreiben ward e,ne 

^S^^^^^'^'S^Z ^rXtUal^^^ 

chanische Flexibility gewahrleistet sein. Die Bauterfe wie Leiterbahn nichueitend ist, wird das Bit auf 1 oder 0 

z Hektronische Strich-Kodierungen (Barcodes), sind ty- *^-«M-i. Durch die Verwendung ™ "JjJgJ 

SrSr« n — Scbjtnngen, - JabLi st £ e i~5££ ' 
[0003] m ^ w ^ Q9/3043:2bekann t sind, gibtes bis- [0014J time wci . * B . u t in d er Anderung 
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[0018] Da sich^lF organischen Materialien nur selten 
durch Analysemethoden voneinapder unterscheiden lassen 
sind entsprecbende Codierungen auch weitgehend fai- 
schungssicher. 

[0019] Gleichzeitig kann diese Technik auch dafur benutzt 
werden, eine Elektronik, wie z. B. einen elektronischen Bar- 
code oder ein elektronisches Ticket nach Gebrauch gezielt 
unbrauchbar zu machen, indem eine bestimmte Bitanofd- 
nung nach Gebrauch (beim Entwerten des Tickets, beim B'e- 
zahlen an der Kasse) gezielt eingepragt wird oder der Spei- 
cher unleserlich gemacht wird. 

[0020] Der Speicher kann in Kombination mit folgenden 
Systemen eingesetzt werden: 

- In einer integrierten Kunststoff-Schaltung, d. h. ei- 
ner Schaltung, die auf organischem Material basiert, 

- In einem Ident-System (Ident-Tags, REDD (Radio 
Frequeriz Ident Tags) z. B. ftir 

- elektronischer Barcode 

- elektronische Tickets 

- Plagiatschutz 

- Produktinforrnation 

- In einem Sensor 

- In einem organischen Display mit iritegrierter Elek- 
tronik 

[0021] hn folgenden wird die Erfindung noch anhand 
zweier Figuren, die bevorzugte Ausfiihrungsfonnen der Er- 
findung zeigen, naher erlautert. 

[0022] -Fig. 1 zeigt eine Speichermatrix in verschiedenen 
Ausfuhrungen. 

'[0023] Fig.' 2 zeigt. eine Ausfiihrungsform mil. unter- 
schiedlicher Dicke des Gateoxids. 

[0024] In Fig. 1 ist das Prinzipschaltbild von vier Ausfiih- 
.rungsformen einer Speichermatrix gezeigt. 
"[0025] Die Schaltung a). zeigt die Pr.ograiinnie.rung 'durch * 
Weglassen der entsprechenden Transistoren z. B. einer inte- 
grierten Schaltung; 



, b) zeigt einen spgenannten fusable link, wobei einige 4p' 
Leiterbahnen durch einen Stromsloss und/oder Laser- * 
einstrahlung oder auf eine andere Arl unterbrochen 
sind (siehe dorr mittleres Feld); " 

c) zeigt die Maskenprogrammierung, bei der Leiter*- 
bahneri eniweder yerbunden werden oder nicht, d. h. 45 

. der Transistor ist angeschlossen oder nicht, und . 

d) zeigt die Ausfuhrungsfonn mit vecschiedenen Gate- 
dicken, die leitend oder nicht leitend sind. . 

[0026] Die Waagrechten Linien 1 und senkrechten Linien 50 
2 zeigen die elektrischen Leitungen der Schallung. Mit den 
Punkten 3 wird markiert, dass zwei sich kreuzenden Leiter- 
bahnen in elektrischem Kontakt stehen. Das Schaltsymbol 7 
stent fur einen Feldeffekt-Transistor und zeigt die drei An- 
schliisse Source, Drain und Gate. Die "T-Stiicke" 4 zeigen 55 
den Erdungsanschluss der einzelne Transistoren der Schal- 
tung. 

[0027] Im Abschnitt b) der Figur sind zwei Zick-Zack- 
Leiterbahnen 6 zu erkennen, die diinne Leiterbahnen und/ 
oder Leiterbahnen mil. einer Sicherung, die leicht zu unter- .60 
brechenist, zeigen. 

[0028] Die unterbrochene Leiterbahn 5 im mittleren Ab- 
schnitt bei Teil b) der Figur zeigt, dass die elektrische Lei- 
tung zu einem Punkt 3 an dieser Stelle z. B. durch Kurz- 
schluss oder durch Laserein'strahlurig unrerbrochen wurde. 65 
[0029] Im Teil d) des Schalrbildes har der miirlere Transi- 
stor ein dickeres Gate-Oxyd 8, wodurch der Siroinkanal des 
Transisiors nichileiiend wird. 



[0030] Fig, 2 zeigt eine Querschnittsdarstellung ernes 
Transistors mit dickem und diinnem Gateoxid. Auf dem Tra- 
ger (nicht gezeigt) befindet sich die erste halbleitende^ 
Schicht mit Source und Drain Elektroden 10, 11 die uber 
eine halbleitende Schicht 12 verbunderi sind. Uber der halb- 
leitenden Schicht 12 befindet sich die isolierende Schicht 
13a, 13b. t)ber dieser Schicht 13 befindet sich die Gate 
Elektrode 14. Im Fall a) mit der isolierenden Schicht 13a ist 
der.lsolator so dick, dass die Gate-Spannung nicht ausreicht 
um den Strom-Kanal leitend zu machen und im Fall b) ist sie 
. schmal genug, um den Strom-Kanal leitend zu machen. Es 
resultiert demnach im ersten Fall a) ein sperrender Transi- 
: stor und im Fall b) ein leitender Transistor. 
[0031] Eine besonders falschungssichere Variante des or- 
15 ganischen Speichers wird mit doppelter Leiterbahnfuhrung 
ereicht. Dabei enthalt die zweite Leiterbahn die komplemen- 
tare Information zur ersten, ist die erste leitend (Bit "1 ") so 
ist die zweite nichtleitend (Bit "0"). Eine nachtragiiche An- 
derung der Speicherinformation ist nicht. mehr moglich. 
[0032] Mit der Erfindung wird es moglich, Informationen 
in integrierten, auf organischen Materialien basierenden 
Schaltungen zu speichern. Dies kann insbesondere fur den 
Einsatz in RFID-Tags z. B'. beim Plagiatschutz, als elektro- 
nisches Ticket, als KofFeranh anger etc. wirtschafdich ver- 
wertet werden. Bisher sind keine Datenspeicher ftir sog. 
"plastic circuits" bekannt. 

Patentanspruche 

1. Datenspeicher, der auf organischem Material ba- 
siert. 

2. Datenspeicher nach Anspruch 1, der nur einmal be- 
schreibbar ist. 1 

• 3. Datenspeicher nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
. der eine Transistorschaltung umfasst. 
■4. Datenspeicher nach einem der vorstehenden An- ... 
spriiche, der zwei Leiterbahnen fur zumindest ein zu , 
speichemdes Datenbif umfasst. 

5. Verfahren zum Beschreiben eines organischen Da- 
tenspeichers, bei dem bei einer auf organischem Mate- 
rial basierenden integrierten Schaltung eine Transistor- 
schaltung entweder fehlt, durch Manipulation einer 
oder mehrerer Leiterbahnen nichtleitend gemacht 
wurde und/oder einfache Leiterbahnen leitend oder 
nicht leitend sind. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, das durch Maskenpro- 
grammierung, bei der die Transistoren, bzw. deren Ga- 
tes an den entsprechenden Stellen fehlen und/oder das 
Gateoxid' der Transistoren verschiedene Elektrizitats- 
konstanten hat, durchgefuhrt wird. 
7". -Verfahren nach einem der Anspruche 5 oder 6, bei 
dem die Beschreibung uber "fusable links" erfolgt. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 5 bis 7, bei 
dem durch Lasereinstrahlung und/oder gezielt einge- 

. brachte Hitze eine Leiterbahn zerstort und damit nicht- 
leitend gemacht Wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 8, bei 
*. dem" durch chemische Behandlung wie z. B. Bas'e/Sau- 

restempel leitfahige Bereiche nichtleitend gemacht 
werden oder urngekehrt. 

10. Verfahren nach' einem der Anspruche 5 bis 9, bei 
dem durch mechanische Behandlung eine einfache Lei- 
terbahn und/oder die eines Transistors manipuliert 
wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 5 bis 10, bei 
dem durch elekirische Spannung eine einfache Leiter- 
bahn und/oder eine Leiierbahn eines Transistors lokal 
kurzgeschlossen und/ oder "durch Uberhir/.ung zersiod 
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wird. 
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12 Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 11, bei 
dem durch Weglassen einer Struktur bei der Herstel- 
lung auf einer Maske und/oder auf einem Klischee eine 
Leiterbahn getrennt oder geschlossen wnxl 

13 Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis I A bei 
dem das Verfahren benutzt wird, urn eine besummte 
Bitanordnung gezielt einzupragen oder gezielt unleser-. 
lich zu machen. . ,. ' 

14. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Anderung 
der Elektrizitatskonstante des Gateoxids durch Laser- 
einstrahlung herbeigefuhrt wird. 
15 Identifizierungsmarke, die auf organischen Mate- 
rialien basiert und die einen organischen Feld-Effekt- 
Transistor und einen organischen Datenspeicher ura- 

fassL " - . 

16. Verwendung eines auf organischem Material ba- 
Sierenden Datenspeichers in einer integrierten Kunst- 
stoff-Schaltung (plastic integrated circuit). 
17 Verwendung eines auf organischem Material ba- 
sierenden Datenspeichers in einem Ident-System 
(Ideht-Tags), RFED (Radio FrequenZ Ident Tags). 
18. Verwendung eines auf organischem Material ba- 
sierenden Datenspeichers in einem Sensor. 
19 Verwendung eines auf organischem Material ba- 
sierenden Datenspeichers in einem organischen Dis- 
play mit integrierter Elektroriik. 

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 
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